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我们报导了 E 的 X1L;+→B3II(0+) 带系跃迁矩的实验测定。对爱因斯坦系数的了解是

所有与强度数据有关实验(如激光感生荧光产物的状态分析〉的关键。爱因斯坦系数对四(B→

X)电子跃迁激光器的定量了解特别重要。这一体系现正考虑用作高功率激光器。

因 IF 分子是不稳定分子，它们是通过交叉分子束实验用 F+CFaI一→IF+CFa 反应合

成。用连续染料激光器选择激发 X→B 的振转电子跃迁，以使E分子处于 B3日(0+)态分立

的振转能级。这些分子的辐射衰减由光谱分辨的激光感生荧光进行监测。据我们所知，我们

这里是首次报导在分子束条件下进行的这种研究。它的固有优点是辐射衰减可不受猝灭效应

的影响。

已对 V ' ==2 ， 4, 5 , 6 , 7 五个振动上能级的荧光衰减作了研究。荧光分辨为 P支与 R支。

荧光衰减有许多通道，如 B态 v ' ==5 的荧光衰减有 17 个通道。

我们实验数据解释的目的在于分析电子跃迁距 IRe l 2 与 r 质心的关系，所以要把在RKR.

势能基础上计算的富兰克-康登系数从荧光强度从分离出来。本文还就以前 Birks 等从映一氟

化学友先研究导出的 I Re l 2 羔系，对我们的分析结果进行了讨论.
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